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Neerveerende opfindelse angar en hgjtemperaturcelle, en hgjtemperaturcellestak samt

en fremstillingsfremgangsmade.

Kendt teknik

Det er kendt at anvende elektrisk ledende glas til elektrisk kontaktering af hajtemperatur-
stakke, sasom hgjtemperaturbreendselscellestakke. Hen over levetiden kan glassene
imidlertid stramme ind i elektroderne, iseer i katodeelektroden, og derved reducere

trefasegraensen, hvilket farer til ydelsesreduktion.

Det er ogsa kendt i planare systemer at anvende metalliske interkonnektorer med
praegede gasledende kanaler. | den forbindelse kan der imidlertid optraede problemer i

forbindelse med kontakteringen af materialer, som skal forbindes.

Fra DE 19547 700 A1 kendes en elektrode til en breendselscelle med to lag, ved hvilken

det ene lag er selvbeerende og det andet lag har katalytiske egenskaber.

WO 2008/143657 A1 omtaler en braendselscelle med adskillige underceller, hvor

elektroderne i undercellerne omfatter gasledende kanaler.

US5589017 omtaler ogsa en braendselscelle, hvis elektroder omfatter gasledende

kanaler.

Desuden kendes der fra US 2010/0151345 A1 en brandselscelle med elektroder, hvor
der i elektroderne er udformet gasledende kanaler, som hver isaer stottes af

stettelegemer.

Omtale af opfindelsen

Emnet for naerveerende opfindelse er en hgjtemperaturcelle, som beskrevet i kravene.

Med en hgjtemperaturcelle kan iseer forstas en ved en hgj temperatur, eksempelvis pa
= 500°C, drevet, iseer keramisk elektrokemisk celle, eksempelvis en hgjtemperatur-
braendselscelle (engelsk: Solide Oxide Fuel Cell, (SOFC) og/eller en hgjtemperatur-
elektrolysecelle (engelsk: Solide Oxide Electrolysis Cell, SOEC) og/eller en hgjtem-

peratur-metal-luft-celle.
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Iseer kan i den forbindelse hgjtemperaturcellen veere en hgjtemperaturbraendselscelle
(SOFC) og/eller en hgjtemperaturelektrolysecelle (SOEC) og/eller en hgjtemperatur-

metal-luft-celle. Isaer kan hgjtemperaturcellen veere en planar celle.

Den porgse udformning muligger pa fordelagtig made, at gas, eksempelvis Iuft eller
breendgas, ogsa under det porgse materiale, eksempelvis en elektrode, ved en
trefasegraense, kan traenge ind, isaer hvilket hidtil ikke er muligt i forbindelse med
metalliske interkonnektorer, som danner gasledende kanaler. P& fordelagtig vis kan
saledes atter undgas en luft- hhv. braendgasforarming under de strukturer, som

begranser de gasledende kanaler.

Eftersom de gasledende kanaler er udformede i et lag - og iseer ikke i interkonnektoren -
kan pa fordelagtig vis en planar, eksempelvis pladeformet, iseer ikke-struktureret/ikke-
preeget henholdsvis gasfgringskanal-fri, interkonnektor anvendes. Saledes kan pa
fordelagtig made, meget enkelt og omkostningsgunstigt en interkonnektor tilvejebringes.
Iseer kan i den forbindelse undlades en besveerlig strukturering af interkonnektoren,

eksempelvis ved praegning af en kanalstruktur.

At interkonnektoren kan vaere udformet gasledende-kanal-fri, har desuden den fordel,
at interkonnektoren kan veere fri for hjgrner og kanter, hvilket kunne besveerliggere en
belaegning og/eller elektrisk kontaktering. Iseer kan saledes en belagning opnas med

mindre omkostninger (proces og materiale) end ved strukturerede interkonnektorer.

Desuden kan interkonnektoren - eftersom denne kan vaere udformet gasledende-kanal-
fri - pa fordelagtig made have en ringe materialetykkelse henholdsvis veere udformet af

mindre materiale.

Malinger har vist, at ved saedvanlige hgjtemperaturceller, isaer med en praeget
metalliske interkonnektor, som danner gasledende kanaler, kan en stor del af
effekttabene i forbindelse med en hajtemperaturstak vaere forarsaget af en suboptimal
kontaktering af de enkelte celler med interkonnektoren. Isaer kan der efter opbygning af
celler til en stak optreede en signifikant forggelse af modstanden (enkeltcellemodstand
eksempelvis 0,22 ohm cm?, stakmodstand 0,41-0,61 ohm cm?). Det har vist sig, at med
henblik pa at tilvejebringe en effektforagelse af stakken af adskillige stablede celler, er

forbedringer af kontakteringen af essentiel betydning.
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Inden for rammerne af en udfarelsesform omfatter det i det mindste ene, isaer porgse,
lag, som danner gasledende kanaler, et keramisk materiale og/eller et ved en keramisk
proces fremstillet materiale. Iszer kan det i det mindste ene porgse lag, som danner
gasledende kanaler, vaere dannet af et keramisk materiale og/eller et ved en keramisk

proces fremstillet materiale.

Med et keramisk materiale kan isaer forstas savel et (rent) keramisk materiale, altsa et
uorganisk, ikke-metallisk materiale, isaer som kan veaere dannet ved en sintringsproces,
samt ogsa en cermet, altsd et kompositmateriale af i det mindste et keramisk materiale

og i det mindste et metallisk materiale, isser som kan dannes ved en sintringsproces.

Ved et ved en keramisk proces fremstillet materiale kan der isaer forstds et materiale,
som kan fremstilles ved sintring af en masse omfattende et keramikpulver. Efter
fremstillingen via den keramiske proces, kan materialet viderebehandles, eksempelvis
reduceres, saledes at et ved en keramisk proces fremstillet materiale ikke tvangs-
ngdvendigt skal veere et keramisk materiale, men - som senere naermere forklaret -

ogsa kan veere et metallisk materiale.

Eftersom de gasledende kanaler er dannede i et lag af et keramisk materiale
henholdsvis af et ved en keramisk proces fremstillet materiale, kan pa fordelagtig made
kontakteringen forbedres. Isger kan i den forbindelse mindre overgangsmodstande til
katoden henholdsvis anoden opnas, eftersom disse ligeledes kan omfatte et keramisk
materiale henholdsvis et ved en keramisk proces fremstillet materiale. Ved hjeelp af den
forbedrede kontaktering kan yderligere pa fordelagtig made ydelsen for en stak af

adskillige sadanne celler forbedres.

Samlet kan saledes pa fordelagtig made pa omkostningsgunstig made ydelsen for
hgjtemperaturcellen henholdsvis en stak af adskillige saddanne hgjtemperaturceller

forbedres.

Inden for rammerne af en udfarelsesform omfatter det i det mindste ene, isaer porgse,
lag, som danner gasledende kanaler, et katodemateriale eller et anodemateriale.
Eftersom det i det mindste ene porgse lag, som danner gasledende kanaler, omfatter et
katodemateriale, kan pa fordelagtig made en god forbindelse af laget til katoden opnas,

nar, eftersom det i det mindste ene keramiske lag, som danner gasledende kanal,
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omfatter et anodemateriale, kan pa fordelagtig made en god forbindelse af laget til

anoden opnas.

Eksempelvis kan katodematerialet udvaelges fra gruppen bestdende af lanthan-
strontiummanganoxid (LSM), lanthanstrontiumcoboltoxid (LSC), lanthanstron-

tiumjernoxid (LSF), lanthanstrontiumcoboltjernoxid (LSCF) og blandinger deraf.

Eksempelvis kan anodematerialet vaere nikkel.

Kanalerne til gastilfgrslen henholdsvis gasbortfiernelsen kan eksempelvis veere

indarbejdede pa katodesiden og/eller anodesiden indvendigt i elektroden.

Inden for opfindelsens rammer omfatter fglgelig katoden et porgst katodegasledende
lag, som danner gasledende kanaler og/eller omfatter anoden et porgst anode-
gasledende lag, som danner gasledende kanaler. Saledes kan der pa fordelagtig made
opnas en bedre gennemstremmelighed for elektroderne (iseer i sammenligning med en
sadvanlig gasgennemstreammelig metallisk interkonnektor, som danner gasledende
kanaler) og forbundet dermed en hgjere ydelse. Iseer kan det katodegasledende lag
og/eller det anodegasledende lag veere dannet af et poragst, eksempelvis
gasgennemtreengeligt porgst, keramisk materiale og/eller et poragst, eksempelvis gas-
gennemtraengeligt porast, ved en keramisk proces fremstillet materiale. Eksempelvis
kan det katodegasledende lag omfatte eller veere dannet af et katodemateriale, og det

anodegasledende omfatte eller veere dannet af et anodemateriale.

Inden for opfindelsens rammer omfatter katoden et iseer gennemgaende, eksempelvis
fuldflade/ikke-afbrudt/ustruktureret katodefunktionslag, som deekker elektrolytten (pa en
side), og/eller anoden omfatter et, isser gennemgaende, eksempelvis fuldflade/ikke-
afbrudt/ustruktureret anodefunktionslag, som daekker elektrolytten (pa den anden side).
Katodefunktionslaget og/eller anodefunktionslaget kan isaer vaere dannet af et porgst,
eksempelvis gasgennemtraengeligt porast, keramisk materiale og/eller et porgst,
eksempelvis gasgennemtraengeligt porast, ved en keramisk proces fremstillet materiale.
Katodefunktionslaget kan isaer omfatte et katodemateriale, og anodefunktionslaget kan

isaer omfatte et anodemateriale.

Det katodegasledende lag er anbragt pa katodefunktionslaget. Det anodegasledende

lag er anbragt pa anodefunktionslaget.
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Eksempelvis kan det katodegasledende lag og/eller det anodegasledende lag omfatte
tvaerstykker af et porgst, isaer gasgennemtrangeligt porgst materiale, isaer imellem
hvilke gasledende kanaler er udformede. Tveaerstykkerne kan eksempelvis vaere
dannede ved trykning. De gasledende kanaler kan i den forbindelse iseer veere
sideveerts begraensede af tveerstykkerne. Saledes kan pa fordelagtig made gas,
eksempelvis Iuft- eller braendgas, ogsa traenge ind under det porgse materiale,
eksempelvis ogsa under de tveerstykker, som afgreenser de gasledende kanaler, ind i
den respektive elektrode til trefasegransen, hvilket iseer i forbindelse med metalliske
interkonnektorer, s& danner gasledende kanaler, hidtil ikke var muligt. Pa fordelagtig
made kan saledes atter en luft- henholdsvis breendgasforarming undgas under de
strukturer, eksempelvis tveerstykker, som begreenser de gasledende kanaler. | gvrigt
kan de gasledende kanaler vaere begreensede af tilstadende lag, iseer af katode-
funktionslaget henholdsvis anodefunktionslaget pa den ene side og af et yderligere lag
pa den anden side, eksempelvis af et katodekontaktlag eller af et porgst forbindelseslag
for en interkonnektor og/eller af et taet beskyttelseslag for en interkonnektor og/eller af

en interkonnektor.

Inden for opfindelsens rammer har det katodegasledende lag en ringere porgsitet end
katodefunktionslaget, og/eller har det anodegasledende lag en ringere porgsitet end
anodefunktionslaget. Saledes kan pa fordelagtig vis den mekaniske styrke og den
elektriske ledningsevne for cellen henholdsvis stakken optimeres. Eftersom det
katodegasledende lag henholdsvis det anodegasledende lag udformes med en ringere
porgsitet end katodefunktionslaget henholdsvis anodefunktionslaget, kan det katode-
gasledende lag henholdsvis det anodegasledende lag have en hgjere stabilitet og
dermed modsta et hgjere pressetryk, iseer end i tilfaeldet med en hgjere porgsitet.
Desuden kan derved, at det katodegasledende lag henholdsvis det anodegasledende
lag udformes med en ringere porgsitet end katodefunktionslaget henholdsvis
anodefunktionslaget, det katodegasledende lag henholdsvis det anodegasledende lag
have en hgjere elektrisk ledningsevne, iseer end i tilfeeldet med en hgjere porgsitet.
Porgsiteten for det katodegasledende lag og/eller det anodegasledende lag ber
imidlertid fortrinsvis vaelges saledes, at en gasdiffusion stadig er mulig under de
strukturer, eksempelvis tvaerstykker, som begraenser de gasledende kanaler, og iseer at
et senere forklaret kontaktlag stadig kan traenge ind i porerne i det katodegasledende
lag henholdsvis det anodegasledende lag. | trefaseomradet for katodefunktionslaget

henholdsvis anodefunktionslaget er en hgj, henholdsvis hgjere porgsitet fornuftig.
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Katodefunktionslaget kan isaer veere dannet af et keramisk materiale. Eksempelvis kan

katodefunktionslaget veere dannet af et porgst, keramisk materiale.

Inden for rammerne af en yderligere udfgrelsesform er katodefunktionslaget dannet af
en blanding af lanthanstrontiummanganoxid (LSM) og doteret zirkoniumoxid,
eksempelvis yttrium-doteret zirkoniumoxid (YSZ), og/eller af lanthanstrontiumcoboltoxid
(LSC), og/eller af lanthanstrontiumjernoxid (LSF) og/eller af lanthanstrontiumcobolt-
jernoxid (LSCF). Eksempelvis kan katodefunktionslaget veere dannet af en porgs
blanding af lanthanstrontiummanganoxid og doteret zirkoniumoxid, eksempelvis yttrium-
doteret zirkoniumoxid, og/eller af porgst lanthanstrontiumcoboltoxid, og/eller af porast
lanthanstrontiumjernoxid og/eller af porgst lanthanstrontiumcoboltjernoxid. Disse
materialer har vist sig som seerligt fordelagtige til dannelse af katodefunktionslaget.
Lanthanstrontiummanganoxid kan isaer anvendes som blanding med doteret zirkonium-
oxid, med henblik pa at tilvejebringe en ionledningsevne. De @vrige materialer
lanthanstrontiumcoboltoxid, lanthanstrontiumjernoxid og lanthanstrontiumcoboltjernoxid
er i sig selv ionledende og kan falgelig ogsa anvendes rent henholdsvis zirkonium-

oxid-frit.

Det katodegasledende lag kan iseer ligeledes veere dannet af et keramisk materiale.
Eksempelvis kan det katodegasledende lag vaere udformet af et porgst, keramisk

materiale.

Det katodegasledende lag kan grundleeggende ogsa vaere dannet af en blanding af
lanthanstrontiummanganoxid og doteret zirkoniumoxid, eksempelvis yttrium-doteret
zirkoniumoxid, og/eller af lanthanstrontiumcoboltoxid og/eller af lanthanstrontium-

jernoxid og/eller lanthanstrontiumcoboltjernoxid.

Med henblik pa at opna en hgj elektrisk ledningsevne kan det katodegasledende lag

imidlertid isaer veere zirkoniumoxid-frit.

Inden for rammerne af en yderligere udferelsesform er falgelig det katodegasledende
lag dannet af lanthanstrontiummanganoxid (LSM) og/eller lanthanstrontiumcoboltoxid
(LSC), og/eller lanthanstrontiumjernoxid (LSF) og/eller lanthanstrontiumcoboltjernoxid
(LSCF). Eksempelvis kan det katodegasledende lag veere dannet af porgst

lanthanstrontiummanganoxid og/eller porgst lanthanstrontiumcoboltoxid og/eller porgst
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lanthanstrontiumjernoxid og/eller porgst lanthanstrontiumcoboltjernoxid. Disse mate-

rialer har vist sig som seerligt fordelagtige til dannelse af det katodegasledende lag.

Anodefunktionslaget kan isaer vaere dannet af et keramisk materiale, eksempelvis en
cermet og/eller et (rent) keramisk materiale. Isaer kan anodefunktionslaget vaere dannet
af et porast, keramisk materiale, eksempelvis en porgs cermet og/eller et porgst,

keramisk materiale.

Inden for rammerne af en yderligere udfgrelsesform er anodefunktionslaget dannet af
en blanding af nikkel og doteret zirkoniumoxid, eksempelvis yttrium-doteret zirkonium-
oxid (YSZ). Isaer kan anodefunktionslaget veere dannet af en porgs blanding af nikkel
og doteret zirkoniumoxid, eksempelvis yttrium-doteret zirkoniumoxid (YSZ). Dette har

vist sig som seerligt fordelagtigt til dannelse af anodefunktionslaget.

Det anodegasledende lag kan iseer veere dannet af et ved en keramisk proces
fremstillet, metallisk materiale eller af et keramisk materiale, eksempelvis en cermet
og/eller et (rent) keramisk materiale. Iseer kan det anodegasledende lag vaere dannet af
et ved en keramisk proces fremstillet, porgst metallisk materiale eller af et porgst,
keramisk materiale, eksempelvis en porgs cermet og/eller et porgst, keramisk materiale.
Eksempelvis kan det anodegasledende lag veere fremstillet ved reduktion af et ved en
keramisk proces fremstillet keramisk materiale, eksempelvis af nikkeloxid, til et metallisk
materiale, eksempelvis (metallisk) nikkel, isaer porgst (metallisk) nikkel. Eksempelvis
kan reduktionen ske ved en hgjtemperaturbehandling i reducerende atmosfaere,
eksempelvis hydrogenatmosfaere. | den forbindelse kan reduktionen ske savel inden for
rammerne af et fremstillingsprocestrin, som ogsa pa fordelagtig made ved indkgring af

cellen henholdsvis stakken.

Inden for rammerne af en yderligere udfgrelsesform er det anodegasledende lag dannet
af nikkel, isaer porast nikkel, eksempelvis med en lav porgsitet. Dette har vist sig som

seerligt fordelagtigt til dannelse af det anodegasledende lag.

Inden for rammerne af en yderligere udfgrelsesform har hgjtemperaturcellen et imellem
katoden og en interkonnektor anbragt katodekontaktlag og/eller et imellem anoden og
en interkonnektor anbragt anodekontaktlag. Ved hjeelp af katodekontaktlaget henholds-
vis anodekontaktlaget kan pa fordelagtig made den elektriske kontaktering imellem

elektroden og interkonnektoren forbedres. Dette kan for det fgrste bero pa, at materialet
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i katodekontaktlaget henholdsvis anodekontaktlaget er afstemt til at opna en god
forbindelse til elektroden pa den side og til interkonnektoren pa den anden side. Isaer
kan dette imidlertid opnas ved, at katodekontaktlaget henholdsvis anodekontaktlaget
fungerer som forbindelsesmateriale, eksempelvis svarende til en klaeber henholdsvis et

elektrisk ledende glas.

Katodekontaktlaget og/eller anodekontaktlaget kan iseer vaere dannede af et teet
materiale. Saledes kan der pa fordelagtig made opnas en hgj elektrisk ledningsevne og

mekanisk stabilitet.

Eksempelvis kan katodekontaktlaget og/eller anodekontaktlaget vaere dannede af et
keramisk materiale og/eller et ved en keramisk proces fremstillet materiale. Eksempelvis
kan katodekontaktlaget omfatte eller veere dannet af et katodemateriale, og anode-

kontaktlaget omfatte eller vaere dannet af et anodemateriale.

Inden for rammerne af en yderligere udfgrelsesform er katodekontaktlaget dannet af
lanthanstrontiummanganoxid (LSM) og/eller lanthanstrontiumcoboltoxid (LSC) og/eller
lanthanstrontiumjernoxid (LSF) og/eller lanthanstrontiumcoboltjernoxid (LSCF); og/eller
anodekontaktlaget dannet af nikkel. Disse materialer har vist sig seerligt fordelagtige til

dannelse af katodekontaktlaget henholdsvis anodekontaktlaget.

Pa elektrodesiden kan en god forbindelse af katodekontaktlaget henholdsvis anode-
kontaktlaget opnds ved, at katodefunkionslaget/anodefunktionslaget henholdsvis det
katodegasledende lag/anodegasledende lag er dannet af et porgst materiale, i hvis
porer katodekontaktlaget/anodekontaktlaget kan traenge ind. Fortrinsvis har hertil kato-
dekontaktlaget og/eller anodekontaktlaget i ikke-sintret tilstand, isser ved trykning
henholdsvis som trykpasta/trykveeske, en god strgmningsevne. | givet fald kan
forbindelsen pa elektrodesiden og/eller interkonnektorsiden yderligere forbedres ved, at
overfladen pa de flader, som skal kontakteres, aktiveres med en plasma med egnet

energi.

Med henblik supplerende at opnd en god (eller sadgar en forbedret) binding af
katodekontaktlaget henholdsvis anodekontaktlaget til interkonnektoren, kan der pa
interkonnektorsiden pafares en opruning af interkonnektoren eksempelvis ved hjeelp af
sandstraler, og/eller pafares et porgst bindingslag pa interkonnektoren henholdsvis pa

et pa interkonnektoren pafert lag, eksempelvis et taet spaerrelag. Saledes kan pa
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fordelagtig vis den effektive overflade forages, som tydeligt forbedrer gennemtraeng-

ningen og befugtningen med kontaktlaget, og derved atter kontakteringen forbedres.

Inden for rammerne af en udformning af denne udferelsesform er gasledende kanaler
udformede i katodekontaktlaget og/eller i anodekontaktlaget. Isaer kan i den forbindelse
gasledende kanaler i det katodegasledende lag overlappe med gasledende kanaler i
katodekontaktlaget og/eller gasledende kanaler i det anodegasledende lag overlappe
med gasledende kanaler i anodekontaktlaget. Saledes kan pa fordelagtig made

gasstrgmmen optimeres.

Inden for rammerne af en anden udformning af denne udfgrelsesform er katode-
kontaktlaget og/eller anodekontaktlaget gennemgaende, isaer gasledningskanalfrit,
eksempelvis udformet fuldfladigt/uafbrudt/ustruktureret. Saledes kan pa fordelagtig

made realiseres en enkel og mekanisk saerlig stabil opbygning.

Inden for rammerne af en yderligere udferelsesform omfatter hgjtemperaturcellen
yderligere i det mindste en plan, iseer metallisk, interkonnektor. Den i det mindste ene
plane interkonnektor kan veere udformet pladeformet. Isaer kan den i det mindste ene
plane interkonnektor veere udformet gasledningskanalfri. Saledes kan cellen hen-
holdsvis stakken pa fordelagtig made pa enkel og omkostningsgunstig made udstyres

med interkonnektorer.

Interkonnektorerne kan eksempelvis vaere dannede af et kromholdigt, eksempelvis

ferritisk, rustfrit stal, eksempelvis Cofer 22 APU fra firmaet Thyssen-Krupp, Tyskland.

Inden for rammerne af en udformning af denne udfgrelsesform er den i det mindste ene
interkonnektor forsynet med et porgst bindingslag. Som beskrevet i sammenhaeng med
kontaktlagene, kan saledes pa fordelagtig made kontakteringen af interkonnektoren
med kontaktlaget forbedres. Det porgse bindingslag kan eksempelvis vaere dannet af
en spinel, eksempelvis mangancoboltspinel (MCO), og/eller et katodemateriale,
eksempelvis lanthanstrontiummanganoxid (LSM) og/eller lanthanstrontiumcoboltoxid
(LSC) og/eller lanthanstrontiumjernoxid (LSF) og/eller lanthanstrontiumcoboltjernoxid
(LSCF) og/eller et anodemateriale, eksempelvis en blanding af nikkel og doteret

zirkoniumoxid, eksempelvis yttrium-doteret zirkoniumoxid (YSZ).
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Inden for rammerne af en anden, alternativ eller supplerende, udformning af denne
udfgrelsesform er den i det mindste ene interkonnektor forsynet med et taet beskyttel-
seslag. Isaer kan det i forbindelse med det taette beskyttelseslag dreje sig om et taet
kromspeerrelag og/eller teet korrosionsbeskyttelseslag. Saledes kan pa fordelagtig made
en uddampning af krom fra interkonnektormaterialet og dermed en kromforgiftning af
elektroderne henholdsvis en korrosion af interkonnektoren undgds. Det teette
beskyttelseslag kan eksempelvis vaere dannet af en spinel, eksempelvis mangan-
coboltspinel (MCO).

Iseer kan det porgse bindingslag vaere dannet af det samme materiale som det teette
beskyttelseslag. | den forbindelse kan der som samme materiale forstas materialer, som
i det vaesentlige adskiller sig ved deres porgsitet henholdsvis deres evne til dannelse af
en porgsitet. Eksempelvis kan det porgse bindingslag og det teette beskyttelseslag vaere

dannet af en spinel, eksempelvis mangancoboltspinel (MCO).

Inden for rammerne af en vyderligere udferelsesform er hgjtemperaturcellen en

brandselscelle og/eller elektrolysecelle og/eller metal-luft-celle.

Eksempelvis kan hgjtemperaturcellen veere en anodebaret plan celle (engelsk: Anode
Supported Cell, ASC), en katodebaret plan celle (engelsk: Cathode Supported Cell,
CSC), en elektrolytbaret plan celle (engelsk: Electrolyte Supported Cell, ESC), en
metalbaret plan celle (engelsk: Metal Supported Cell, MSC) og/eller en inaktivt-

materialebaret plan celle.

Med hensyn til yderligere tekniske egenskaber og fordele ved hgjtemperaturcellen ifglge
opfindelsen henvises hermed eksplicit til forklaringerne i sammenhaeng med
hgjtemperaturcellestakken ifalge opfindelsen, fremstillingsfremgangsmaden ifglge
opfindelsen, kraft-varme-koblingsanleegget ifelge opfindelsen samt til figurerne og

figurbeskrivelsen.

Yderligere angar opfindelsen en hgjtemperaturcellestak, som omfatter en stabel af to

eller flere hgjtemperaturceller ifglge opfindelsen.
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Med hensyn til yderligere teknisk treek og fordele ved hgjtemperaturcellestakken ifglge
opfindelsen henvises hermed eksplicit til forklaringerne i sammenhaeng med hgjtem-
peraturcellen ifglge opfindelsen, fremstillingsfremgangsmaden ifalge opfindelsen, kraft-

varme-koblingsanlaegget ifalge opfindelsen samt til figurerne og figurbeskrivelsen.

Et yderligere emne for naervaerende opfindelse er en fremgangsmade til fremstilling af
en, iseer planar, hgjtemperaturcelle henholdsvis en hgjtemperaturcellestak. Iszer kan
der ved fremgangsmaden fremstilles en hgjtemperaturcelle ifalge opfindelsen og/eller

en hgjtemperaturcellestak ifglge opfindelsen.

Fremgangsmaden kan isaer omfatte et fremgangsmadetrin, i hvilket et funktionslag, isaer
et katodefunktionslag og/eller elektrolytlag og/eller anodefunktionslag samt i givet fald
et eller flere yderligere, trykkes. Trykningen af lagene kan i den forbindelse ske pa en
baerer, iseer som danner et af funktionslagene, eller kan vaere metallisk henholdsvis
inaktivt. Beereren kan eksempelvis veere dannet ved hjaelp af stgbning, eksempelvis

foliestabning.

Yderligere kan fremgangsmaden omfatte et fremgangsmadetrin, i hvilket et lag, som
afsnitsvis er dannet af et restfrit forbraendbart materiale, isaer af et kulstof henholdsvis
kulstofholdigt materiale, eksempelvis kanrag, og afsnitsvis af et keramisk materiale eller

et fortrin til dannelse af et keramisk materiale, trykkes pa funktionslaget.

Desuden kan fremgangsmaden omfatte et fremgangsmadetrin, i hvilket lagene
cosintres, altsa samlet henholdsvis samtidigt sintres. | den forbindelse kan isaer det

restfrit forbreendbare materiale udbraende.

Ved anvendelsen af trykteknikken kan de gnske gasledende kanaler til gasforsyning pa
fordelagtig made enkelt trykkes i form af afsnittene af det restfrit forbreendbare materiale
sammen med elektroden og ved sintring ved udbraending af det restfrit forbraendbare

materiale til slut fribraendes til gasledende kanaler.

Inden for rammerne af en udfgrelsesform bliver eksempelvis for eller efter cosintringen
et katodekontaktlag og/eller et anodekontaktlag trykt pa en interkonnektor eller pa det
afsnitsvis udformede lag, isaer pa dettes keramiske lagafsnit, idet lagarrangementet og
en interkonnektor stables saledes, at katodekontaktlaget henholdsvis anodekon-

taktlaget forbinder lagarrangementet med interkonnektoren.
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Isaer kan dette ske efter cosintringen af lagene. Dette har den fordel, at ved cosintring
af lagene, kan poredannere udbreendes, saledes at katodekontaktlaget henholdsvis
anodekontaktlaget kontakterer porgse lagafsnit og i deres streamningsdygtige tilstand

delvis kan stramme ind i disse, hvorved en seerlig god kontaktering kan opnas.

Interkonnektoren kan eksempelvis forsynes med henholdsvis have en opruet overflade.

Eksempelvis kan interkonnektoren sandblaeses henholdsvis veere sandblaest.

Alternativt eller supplerende hertil kan interkonnektoren forsynes med henholdsvis veere

forsynet med et porgst bindingslag.

Katodekontaktlaget og/eller anodekontaktlaget tilvejebringes fortrinsvis med en
streamningsdygtighed, som muligger, at katodekontaktlaget og/eller anodekontaktlaget
ved trykning kan treenge ind i en opruet henholdsvis porgs overflade i det derunder
liggende lag. Saledes kan kontaktlaget treenge ind i begge materialer, som via dette skal

forbindes, og pa denne made tilvejebringe en optimal forbindelse mellem materialerne.

Indtraengningen af katodekontaktlaget og/eller anodekontaktlaget kan supplerende
begunstiges ved, at de porgse henholdsvis opruede overflader, far patrykningen af
katodekontaktlaget henholdsvis anodekontaktlaget, behandles med plasma. Pa denne
made opnar overfladerne pa fordelagtig made veesentligt forbedrede befugtnings-
egenskaber, hvilket muligger, at kontaktlaget seerlig godt kan stramme ind i det porgse

henholdsvis opruede materiale.

Inden for rammerne af en seerlig udferelsesform omfatter fremgangsmaden, iseer til

dannelse af en celle, falgende fremgangsmadetrin:

(a) stabning, eksempelvis foliestabning, af en baerer, isaer hvor baereren beaerer cellen,
og eksempelvis har den stgrste lagtykkelse for lagene i cellen, og hvor bezereren
er et anodefunktionslag (anodebaret celle, ASC) eller et katodefunktionslag
(katodebaret celle CSC) eller en elektrolyt (elektrolytbaret celle, ESC) eller et
metal henholdsvis en metallegering (metalbaret celle MSC) eller et inaktivt

materiale (inaktivt materiale-baret celle),

(b) i givetfald tilskaering af beereren til cellemal,
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(c) igivetfald sintring af beereren,

(d) trykning af de avrige funktionslag pa baereren, isaer saledes, at et funktionslags-
system dannes, som omfatter

- i givet fald en stramsamler (anodestrgamsamler),

- en afsnitsvis af restfrit forbreendbart materiale og afsnitsvis af keramisk
materiale henholdsvis et fortrin til dannelse af et keramisk materiale
udformet lag, isaer til dannelse af et anodegasledende lag, i givet fald pa
stramsamlerlaget (anodestramsamler),

- et anodefunktionslag, iseer pa det afsnitsvis udformede lag;

- en elektrolyt, iseer pa anodefunktionslaget, samt i givet fald et eller flere
beskyttelseslag pa elektrolytten,

- et katodefunktionslag, isaer pa elektrolytten henholdsvis i givet fald et
beskyttelseslag deraf,

- et afsnitsvis af restfrit forbraendbart materiale og afsnitsvis af et keramisk
materiale henholdsvis et fortrin til dannelse af et keramisk materiale
udformet lag, isaer til dannelse af et katodegasledende lag, isaer pa
katodefunktionslaget, og

- i givet fald en stramsamler (katodestremsamler), isaer pa det afsnitsvis

udformede lag,

(e) cosintring.

Imellem trykningstrinene for funktionslagene kan fremgangsmaden i givet fald yderligere

omfatte et eller flere yderligere cosintringstrin.

Iseer kan en celle omfatte en katodestremsamler og en anodestramsamler. Katode-
stramsamleren og/eller anodestramsamleren kan isaer veere dannede af et keramisk
materiale og/eller et ved en keramisk proces fremstillet materiale. | givet fald kan

katodestramsamleren og/eller anodestreamsamleren vaere udformede teette.

Katodestreamsamleren kan eksempelvis veere dannet af et i givet fald teet keramisk
materiale. Eksempelvis kan katodestramsamleren vaere dannet af lanthanstron-
tiummanganoxid (LSM) og/eller lanthanstrontiumcoboltoxid (LSC), og/eller

lanthanstrontiumjernoxid (LSF) og/eller lanthanstrontiumcoboltjernoxid (LSCF).
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Anodestreamsamleren kan eksempelvis vaere dannet af et i givet fald teet, ved en
keramisk proces fremstillet, metallisk materiale eller af et i givet fald teet, keramisk
materiale, eksempelvis cermet og/eller (rent) keramisk materiale. Eksempelvis kan

anodestreamsamleren vaere dannet af nikkel.

Eksempelvis kan fremgangsmade til dannelse af en anodebaret celle omfatte felgende

fremgangsmadetrin:

(1) stabning, eksempelvis foliestgbning, af en baerer, hvor beaereren er et

anodefunktionslag,

(2) igivetfald tilskeering af baereren til cellemal,

(3) igivet fald sintring af beereren,

(4) igivetfald trykning af et (supplerende) anodefunktionslag pa en side af baereren,

(5) trykning af en elektrolyt, isaer pa anodefunktionslaget, samti givet fald et eller flere

beskyttelseslag pa elektrolytten,

(6) igivetfald cosintring, eksempelvis ved 1400°C,

(7) trykning af et katodefunktionslag pa elektrolytten henholdsvis dennes beskyttel-

seslag,

(8) trykning af et afsnitsvis af et restfrit forbreendbart materiale og afsnitsvis af et
keramisk materiale henholdsvis et fortrin til dannelse af et keramisk materiale
udformet lag, isaer til dannelse af et katodegasledningslag pa

katodefunktionslaget,

(9) i givet fald trykning af en stramsamler (katodestremsamler) pa det afsnitsvis

udformede lag,

(10) trykning af et afsnitsvis af restfrit forbreendbart materiale og afsnitsvis af keramisk
materiale henholdsvis et fortrin til dannelse af et keramisk materiale udformet lag,

iseer til dannelse af et anodegasledningslag pa den anden side af baereren,
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i givet fald trykning af en streamsamler (anodestremsamler) pa det afsnitsvis

udformede lag pa den anden side af baereren, og

cosintring, eksempelvis ved 1200°C.

Eksempelvis kan fremgangsmaden til dannelse af en inaktivt materiale-baret celle

omfatte falgende fremgangsmadetrin:

(1)

(10

stgbning, eksempelvis foliestgbning, af en beerer, hvor baereren er et porgst

sintrende inaktivt materialelag,

i givet fald tilskeering af baereren til cellemal,

i givet fald sintring af baereren,

i givet fald trykning af en stramsamler (anodestremsamler),

trykning af en afsnitsvis af restfrit forbraendbart materiale og afsnitsvis af keramisk

materiale henholdsvis et fortrin til dannelse af et keramisk materiale-udformet lag,

isaer til dannelse af et anodegasledende lag,

trykning af et anodefunktionslag pa det afsnitsvis udformede lag,

trykning af en elektrolyt pa anodefunktionslaget samt i givet fald et eller flere

beskyttelseslag pa elektrolytten,

i givet fald cosintring,

trykning af et katodefunktionslag pa elektrolytten henholdsvis dettes

beskyttelseslag,

trykning af et afsnitsvis af et restfrit forbraendbart materiale og afsnitsvis af et
keramisk materiale henholdsvis et fortrin til dannelse af et keramisk materiale
udformet lag, iseer til dannelse af et katodegasledende lag pa katodefunktions-

laget,
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(11") i givet fald trykning af en stremsamler (katodestremsamler) pa det afsnitsvis

udformede lag,

(12) cosintring.

De i parenteser angivne tal angiver en mulig men ikke ubetinget tvangsmaessig

raekkefglge. Iseer kan anodesiden og katodesiden udformes i omvendt reekkefglge.

Til dannelse af interkonnektoren kan fremgangsmaden i den forbindelse omfatte

falgende fremgangsmadetrin:

() tilvejebringelse af en plan, iseer metallisk, interkonnektor

(1) i givet fald belaegning, eksempelvis ensidigt eller dobbeltsidigt belaegning, af den
plane interkonnektor med et teet beskyttelseslag, eksempelvis
diffusionsbeskyttelseslag/diffusionsbarriere/diffusionsspeerrelag og/eller
i givet fald belaegning, eksempelvis dobbeltsidigt eller ensidigt belaegning af
den plane interkonnektor eller det taette beskyttelseslag med et porgst

bindingslag

(I trykning af et anodekontaktlag pa en side, eksempelvis braendgassiden, af

interkonnektoren og

(IV) trykning af et katodekontaktlag pa den anden side, eksempelvis en Iuftside, pa

interkonnektoren.

De i parenteser angivne tal angiver en mulig men ikke ubetinget tvangsmeessig

raekkefalge. Iseer kan anodesiden og katodesiden dannes i omvendt reekkefglge.

Til dannelse af stakken kan fremgangsmaden isaer omfatte felgende fremgangs-

madetrin:

Stabling af i det mindste et cellearrangement, isaer af i det mindste to celle-
arrangementer, eksempelvis fra fremgangsmadetrin e), 12) eller 12'), og i det mindste

en interkonnektor, eksempelvis fra fremgangsmadetrin V), til en stak, isaer hvor en
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interkonnektor forbindes med et cellearrangement via katodekontaktlaget og/eller

anodekontaktlaget.

Far eller efter stablingen kan isaer en glasteetning paferes pa sidefladerne henholdsvis
yderfladerne af cellerne eller stakken, eksempelvis ved hjalp af en dispensering.

Saledes kan porgse lag teetnes udadtil.

Afheerdningen af katodekontaktlaget henholdsvis anodekontaktlaget kan ske ved
indkering af stakken, eller i givet fald ogsa ske ved et yderligere fremstillingsfrem-

gangsmadetrin, eksempelvis sintringstrin.

Med hensyn til yderligere tekniske egenskaber og fordele ved fremstillingsfrem-
gangsmaden ifalge opfindelsen henvises hermed eksplicit til forklaringerne i sammen-
haeng med hgjtemperaturcellen ifglge opfindelsen, hgjtemperaturcellestakken ifglge
opfindelsen, kraft-varme-koblingsanleegget ifelge opfindelsen samt til figurerne og

figurbeskrivelsen.

Yderligere angar naervaerende opfindelse et energisystem, iseer et kraft-varme-
koblingsanlaeg (KWK), eksempelvis et mikro-kraft-varme-koblingsanlaeg (ULKWK), som
omfatter en hgjtemperaturcelle ifglge opfindelsen og/eller en hgjtemperaturcellestak

ifelge opfindelsen.

Med hensyn til yderligere tekniske traek og fordele ved energisystemet henholdsvis kraft-
varme-koblingsanlaegget ifalge opfindelsen henvises hermed eksplicit til forklaringerne
i sammenhaeng med hgjtemperaturcellen ifalge opfindelsen, hgjtemperaturcellestakken
ifalge opfindelsen, fremstillingsfremgangsmaden ifalge opfindelsen samt til figurerne og

figurbeskrivelsen.

Tegninger

Yderligere fordele og fordelagtige udformninger af emnerne ifglge opfindelsen
anskueligggres ved hjeelp af tegningerne og den efterfglgende beskrivelse. | den
forbindelse skal det bemaerkes, at tegningerne kun har beskrivende karakter og ikke er

teenkt til pa nogen made at begraense opfindelsen. Pa tegningen viser:
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fig. 1 et skematisk tvaersnit i en farste udfgrelsesform for en hgjtemperaturcelle
ifelge opfindelsen;

fig. 2 et skematisk tveersnit i en anden udferelsesform for en hgjtemperaturcelle
ifalge opfindelsen;

fig. 3 et skematisk tveersnit i en tredje udfgrelsesform for en hgjtemperaturcelle
ifelge opfindelsen;

fig. 4 et skematisk tveersnit i en fjerde udfgrelsesform for en hgjtemperaturcelle
ifelge opfindelsen; og

fig. 5 et skematisk tveersnit i en femte udfgrelsesform for en hgjtemperaturcelle

ifelge opfindelsen.

Fig. 1 viser en hgjtemperaturcelle 10, eksempelvis en hgjtemperaturbraendselscelle,
som omfatter en katode 11, en anode 12 og en imellem katoden 11 og anoden 12

anbragt elektrolyt 13.

Fig. 1 viser, at katoden 11 omfatter et iseer gennemgaende katodefunktionslag 11a, som
daekker elektrolytten 13, og anoden 12 omfatter et isaer gennemgaende anodefunk-

tionslag, som daekker elektrolytten 13.

Yderligere viser fig. 1, at hgjtemperaturcellen omfatter to plane, metalliske inter-

konnektorer 14a, 14 og 15a, 15.

Fig. 1 anskueligger, at hgjtemperaturcellen omfatter to porgse lag 11b; 12b, i hvilke lag

11b; 12b gasledningskanaler 11b"; 12b' er udformede.

| den forbindelse omfatter katoden 11 et keramisk katodegasledningslag 11b, som
danner gasledningskanaler 11b', som omfatter et keramisk katodemateriale, og som er
anbragt pa katodefunktionslaget 11a. Anoden 12 omfatter i den forbindelse et
anodegasledningslag 12b, som danner gasledningskanaler 12b', som omfatter et
anodemateriale, eksempelvis nikkel, iszer som er fremstillet ved en keramisk proces, og

som er anbragt pa anodefunktionslaget 12a.



10

15

20

25

30

35

DK/EP 3014685 T3

19

Det katodegasledende lag 11b og det anodegasledende lag 12b er i den forbindelse
udformede af gasgennemtreengelige porgse materialer. Saledes kan pa fordelagtig
made gas diffundere igennem materialet i det katodegasledende lag 11b og det
anodegasledende lag 12b, eksempelvis igennem materialet i de tvaerstykke-formede
afsnit i det katodegasledende lag 11b og det anodegasledende lag 12b, frem il

katodefunktionslaget 11a henholdsvis anodefunktionslaget 12a.

Det katodegasledende lag 11b og det anodegasledende lag 12b kan iseer have en
lavere porgsitet, og katodefunktionslaget 11a og anodefunktionslaget 12a have en hgj
porgsitet. Isaer kan i den forbindelse det katodegasledende lag 11b have en ringere
porgsitet end katodefunktionslaget 11a, og det anodegasledende lag 12b have en
ringere porgsitet end anodefunktionslaget 12a. Saledes kan pa fordelagtig made den
mekaniske stabilitet og elektriske ledningsevne for det katodegasledende lag 11b

henholdsvis det anodegasledende lag 12b optimeres.

Inden for rammerne af den i fig. 1 viste udfgrelsesform, er det katodegasledende lag
11b udformet imellem katodefunktionslaget 11a og en interkonnektor 14a, 14, og det
anodegasledende lag 12b er udformet imellem anodefunktionslaget 12a og en

interkonnektor 15a, 15.

Den i fig. 2 viste udferelsesform adskiller sig i det vaesentlige fra den i fig. 1 viste
udfarelsesform ved, at interkonnektorerne 14, 15 er plane, metalliske interkonnektorer
14a, 15a, som hver isaer er forsynede med et porgst bindingslag 14b, 15b, idet det
katodegasledende lag 11b er udformet imellem katodefunktionslaget 11a og det porgse
bindingslag 14b for den ene interkonnektor 14, og det anodegasledende lag 12b er
udformet imellem anodefunktionslaget 12a og det porgse bindingslag 15b for den anden
interkonnektor 15. Ved hjaelp af de porgse overflader 14b, 15b kan pa fordelagtig made

bindingen til interkonnektorerne 14, 15 forbedres.

Fig. 2 antyder, at ved trykning af de gasledende lag 11b, 12b treenger materialet for de
gasledende lag 11b, 12b delvis ind i de porgse bindingslag 14b, 15b, og saledes kan
forbedre bindingen. Tilsvarende hertil - selvom dette ikke er antydet i fig. 2 - kan
materialet i de gasledende lag 11b, 12b delvist treenge ind i de por@se funktionslag 11a,

12a, og saledes ligeledes forbedre bindingen.
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Den i fig. 3 viste udferelsesform adskiller sig i det veesentlige fra den i fig. 2 viste
udfgrelsesform ved, at interkonnektorerne 14, 15 yderligere er forsynede med et teet
beskyttelseslag 14c, 15c. De taette beskyttelseslag 14c, 15¢ kan eksempelvis fungere
som diffusionsspaerrelag, som forhindrer en udtraengning af kromholdige forbindelser

fra interkonnektorerne 14a, 15a.

Fig. 3 viser, at i den forbindelse er respektive taette beskyttelseslag 14c, 15¢ anbragt pa
en plan metallisk interkonnektor 14a, 15a, idet respektive porgse bindingslag 14b, 15b
er anbragt pa et teet beskyttelseslag 14c, 15c. Fig. 3 illustrerer, at i den forbindelse er
det katodegasledende lag 11b udformet imellem katodefunktionslaget 11a og det
porgse bindingslag 14b for en interkonnektor 14, og det anodegasledende lag 12b er
udformet imellem anodefunktionslaget 12a og det porgse bindingslag 15b for den anden

interkonnektor 15.

Den i fig. 4 viste udfgrelsesform adskiller sig i det veesentligste fra den i fig. 3 viste
udfgrelsesform ved, at yderligere et katodekontaktlag 16 og et anodekontaktlag 17 er
tilvejebragt. Katodekontaktlaget 16 er i den forbindelse anbragt imellem katoden 11 og
en interkonnektor 14, idet anodekontaktlaget 17 er anbragt imellem anoden 12 og en
anden interkonnektor 15. Det katodegasledende lag 11b er i den forbindelse udformet
imellem katodefunktionslaget 11a og katodekontaktlaget 16, og det anodegasledende

lag 12b er udformet imellem anodefunktionslaget 12a og anodekontaktlaget 17.

Fig. 4 antyder, at i den forbindelse, ved trykning af kontaktlagene 16, 17, traenger
materialet for kontaktlagene 16, 17 delvis ind i de porgse bindingslag 14b, 15b og kan
saledes forbedre bindingen. Analogt dertil - selvom det ikke er antydet i fig. 4 - kan
materiale i kontaktlagene 16, 17 delvis treenge ind i de porgse gasledningslag 11b, 12b,

og saledes ligeledes forbedre bindingen.

Inden for rammerne af den i fig. 4 viste udfgrelsesform er katodekontaktlaget 16 og

anodekontaktlaget 17 udformede gennemgaende, isaer gasfaringskanal-frie.

Den i fig. 5 viste udfgrelsesform adskiller sig i det veesentlige fra den i fig. 4 viste
udfgrelsesform ved, at gasfaringskanaler 16', 17' er udformede i katodekontaktlaget 16
og anodekontaktlaget 17. Isaer overlapper i den forbindelse gasfgringskanalerne 16" i

katodekontaktlaget 16 med gasfaringskanalerne 11b' i det katodegasledende lag 11b,
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og gasfaringskanaler 17' i anodekontaktlaget 17 overlapper med gasfaringskanalerne

12b' i det anodegasledende lag 12b.
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PATENTKRAV

1. Hgjtemperaturcelle (10) omfattende

- en katode (11),

- en anode (12) og

- en imellem katoden (11) og anoden (12) anbragt elektrolyt (13),
hvor katoden (11) omfatter et katodefunktionslag (11a), som deekker elektrolytten (13),
og et porgst katodegasledende lag (11b), som danner gasledende kanaler (11b'),
hvor det katodegasledende lag (11b) er anbragt pa katodefunktionslaget (11a),
hvor det katodegasledende lag (11b) har en lavere porgsitet end katodefunktionslaget
(11a)
og/eller
hvor anoden (12) omfatter et anodefunktionslag (12a), som daekker elektrolytten (13),
og omfatter et porgst anodegasledende lag (12b), som danner gasledende kanaler
(12b"),
hvor det anodegasledende lag (12b) er anbragt pa anodefunktionslaget (12a),
hvor det anodegasledende lag (12b) har en lavere porgsitet end anodefunktionslaget
(12a).

2. Hajtemperaturcelle (10) ifglge krav 1, hvor det porgse katodegasledende lag (11b),
som danner gasledende kanaler (11b') og/eller det porgse anodegasledende lag (12b),
som danner gasledende kanaler (12b') omfatter et keramisk materiale og/eller et ved en

keramisk proces fremstillet materiale.

3. Hejtemperaturcelle (10) ifalge krav 1 eller 2, hvor det porgse katodegasledende lag
(11b), som danner gasledende kanaler (11b') og/eller det porgse anodegasledende lag
(12b), som danner gasledende kanaler (12b') omfatter et katodemateriale eller et

anodemateriale.

4. Hgjtemperaturcelle (10) ifalge ethvert af kravene 1-3, hvor hgjtemperaturcellen (10)
omfatter et imellem katoden (11) og en interkonnektor (14) anbragt katodekontaktlag
(16) og/eller et imellem anoden (12) og en interkonnektor (15) anbragt anodekontaktlag
(17), iseer hvor katodekontaktlaget (16) og/eller anodekontaktlaget (17) er dannet af et

teet materiale.

5. Hgjtemperaturcelle (10) ifelge krav 4,
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hvor gasledende kanaler (16') er udformede i katodekontaktlaget (16) eller hvor
katodekontaktlaget (16) er udformet gennemgaende, og/eller
hvor gasledende kanaler (17') er udformede i anodekontaktlaget (17) eller hvor

anodekontaktlaget (17) er udformet gennemgaende.

6. Hajtemperaturcelle (10) ifalge ethvert af kravene 1-5, hvor hgjtemperaturcellen (10)

omfatter i det mindste en plan, isaer metallisk, interkonnektor (14a, 15a).

7. Hejtemperaturcelle (10) ifglge krav 6, hvor den i det mindste ene interkonnektor (14a,
14; 15a, 15) er forsynet med et porgst bindingslag (14b; 15b) og/eller med et taet
beskyttelseslag (14c; 15c¢), iseer hvor det porgse bindingslag (14b; 15b) er dannet af det

samme materiale som det teette beskyttelseslag (14c, 15c¢).

8. Hajtemperaturcelle (10) ifalge ethvert af kravene 1-7,

hvor katodefunktionslaget (11a) er dannet af en blanding af lanthanstrontiummangan-
oxid og doteret zirkoniumoxid og/eller lanthanstrontiumcoboltoxid og/eller af lanthan-
strontiumjernoxid og/eller af lanthanstrontiumcoboltjernoxid, og/eller

hvor det katodegasledende lag (11b) er dannet lanthanstrontiummanganoxid og/eller
lanthanstrontiumcoboltoxid, og/eller lanthanstrontiumjernoxid og/eller lanthanstrontium-
coboltjernoxid; og/eller

hvor anodefunktionslaget (12a) er dannet af en blanding af nikkel og doteret
zirkoniumoxid, og/eller

hvor det anodegasledende lag (12b) er dannet af nikkel, og/eller

hvor katodekontaktlaget (16) er dannet af lanthanstrontiummanganoxid og/eller lanthan-
strontiumcoboltoxid og/eller lanthanstrontiumjernoxid og/eller lanthanstrontium-
coboltjernoxid; og/eller

hvor anodekontaktlaget (17) er dannet af nikkel og/eller

hvor det porgse bindingslag (14b, 15b) er dannet af en spinel og/eller et katodemateriale
eller et anodemateriale, iseer en spinel, og/eller

hvor det teette beskyttelseslag (14c, 15¢) er dannet af en spinel.

9. Hajtemperaturcelle (10) ifalge ethvert af kravene 1-8, hvor hgjtemperaturcellen er en

brandstofcelle og/eller en elektrolysecelle og/eller metal-luft-celle.

10. Hgjtemperaturcellestak, omfattende en stabel af to eller flere hgjtemperaturceller

(10) ifglge ethvert af kravene 1-9.
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11. Fremgangsmade til fremstilling af en, isaer plan, hgjtemperaturcelle (10) ifalge
ethvert af kravene 1-9, henholdsvis en hgjtemperaturcellestak ifglge krav 10,
omfattende fglgende fremgangsmadetrin:

- trykning af et katodefunktionslag (11a) og/eller anodefunktionslag (12a),

- trykning af et lag (11b, 11b"; 12b, 12') pa katodefunktionslaget (11a) og/eller
anodefunktionslaget (12a), hvilke lag (11b, 11b"; 12b, 12b") afsnitsvis er dannet af
et restfrit forbreendbart materiale, isaer kenrag (carbon black), og afsnitsvis af et
fortrin til dannelse af et katodegasledende lag (11b) og/eller et anodegasledende
lag (12b),

- co-sintring af lagene (11a, 11b, 11b'; 12a, 12b, 12b"), hvor det restfrit

forbreendbare materiale udbraender.

12. Fremgangsmade ifglge krav 11, hvor der far eller efter co-sintring af lagene (11a,
11b, 11b', 123, 12b, 12b"), trykkes et katodekontaktlag (16) eller et anodekontaktlag (17)
pa en interkonnektor (14; 15) eller pa de afsnitsvis dannede lag (11b, 11b'; 12b, 12b'),
hvor lagarrangementet (11a, 11b, 11b'; 12a, 12b, 12b') og en interkonnektor (14; 15)
stables saledes, at katodekontaktlaget (16) henholdsvis anodekontaktlaget (17)
forbinder lagarrangementet (11a, 11b, 11b'; 12a, 12b, 12b') med interkonnektoren (14;
15).
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